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環 境 相 成長単位 結晶化の駆動力 如 - 塩 ,-〟｡
融液成長 濃 厚* 過冷却度 AT-T-Tm
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-p1 2ulbulk(‰ )+ul(pr-‰ )十 γ･T
Vaporを理想気体として,
JLv-kTlnp+B(T)
bulk(‰ )- (pv)｡q- kTlnp∞十B(T)/Ll
(1.16)～(1.19)より,






























































































a'- 12√て｢ (1,1,01 b.C.C.
次に,』〟について考えると,環境相が Vapourの場合
pv- kTlnp+B(T)
(JLc)eq= (pv)｡q- kTln‰ +B(T)
〟C=(〟C)eq
























みこまれる頻度 4wr*2(p/応 訴 ア)と(q,*)｡qの積となるo
Je-4wr*2J2万7nkT qleXP(-AG*/kT) (2.15)


















5 2 3 4 5 6 7 8
i* 695 174 87 55 40 31 26















































































































































R - uc(云 ヱ)maX






















表面拡散係数 :D - a2yexp(-Ed/kT)=a2リS























































¢i:i -th nearestneighbor との結合のエネルギー
ni:i-th nearestneighborの分子数
Table. 3
Litticetype nl n2 n3 ¢1/2
simplecubic 6 12 8 3/6/4
fcc 12 6 24 6/3/12
bcc 8 6 12 4/3/6
hcp 8 6 2 4/3/1
diamond 4 12 12 2/6/7or5
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弓 一 一｣三-o･(α - o)dt
Fig･ 18
Catchmentarea 2xsの重なりを考慮した一般的場合には, (stepが密の場合)












u s- U∞ tanh (i /2x s)-
鳥 か ≪ 2∬ S)











up - uptanh(A/2xs) (3.21)
3.4. LateralGrowth (layergrowth)沿面成長












































































































｣ - ー 二許
Fig･ 26
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バー K甘 さ=r 3Ji























































































































通 りあって,1つはvapourgrowthやsolutiongrowth と同じ,分子が1個 1個,結晶相
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a) singular_surface -- cus_pに対応する
面





























℡● 0･5 7- 1･0
･界両の荒さの温旺変化 (正方格子)


























































4= 1.0ー l l l l l l l l








Table5 ValuesofLo/kTE fors.onematerials･Those.marked* are
wellknowntobefacetlngOnatleastoneorlentation























Cyclohexanol O･69 succinonitrile l･40
Benzil* 6.3 salol* 7 >2
b) Cahn,stheory43)
Spin系の Bloch'sdomainwallの考え方を使った diffusecontinuum model｡









many level (diffuse) lattice









solid→ く｣width of→ ÷melt
' 土nterface
Fig･ 43
d) M olecular dynamics simulation32),45)
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S.C. (100) (100) ,(1101 ,(111)
f.C.C. (111) ,(100) (111) ,(100) ,(110)
b.C.C. (110) (110) ,(100)





二⊥ 1･- 上山⊥ ､T
hlOO rlOO
(5.4)

































































































不安定性のない場合の融液成長は,古くから,Stefan 問題 として良く知られている｡ 即
ち,界面のカイネティツクスを無視 して,熱伝導方程式に帰着させる｡






































































































るのだという Maximum growth rateの仮説がおかれたが,実際の両まこの仮説に基づ
くものよりも大きく,実際のUは小さい｡このような,実験と理論の不一致を改良するため



























































































1)種結晶からひきっがれた界面の中央附近に顔を出した screw dislocation による
splralgrowth
この場合には,成長速度は中心の過飽和痩 け(o)で決まり,中心から外側-成長するにつれ













遅 くなり, step間隔はせまくなる｡その結果補償条件 (6.8)が実現する｡
R:ucl-Ailn(1+a(1)))5/6expト B/ln(1+o(1)))






































0 .% 0.2r 0.4 su,?;6,sa.uOi8af.｡nl.と (%1).2 1.4
Fig･ 59




































われているが, ‰ の増加につれてo(1)が増大し,不均一 (o(1)-o(0))も増す 〔Fig.60
(b)〕ので, oc:-0.85% 以上で結晶の角での二次元核形成による成長が支配的になる〔Fig.




‰ が大きくなり過ぎて ocT-1･4% を超えると,p(0)≫pl(A(0)≪スS)となって界面の
中央でステップ間相互作用がはじまり,中央のカイネティツク係数 P(p(0)),したがって成
長速度R(o)がp(o)k対して頭打ちとなる｡そのため,界面の中央が角に対して取り残されて































































































くなり, ci一㌔ は増える｡ もし)ki｡が (ci一㌔ )に対して非線型であるとjkinが増えすぎ
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ちぎられ,いくつかの Cap状の液滴に分割される｡ Siを vapourから補給 してやると,



























































































































I TAB H TBC m Tc:D(Ap)
Fig･ 77
? ? ? ??















気N)一擬似液体 (QL)-固体(S)一機構 (a> 1)-Tl/H- 礼)水分子が強く吸着した荒れた表面
の付着成長 (1>u>0･02)- TD/Il→ 斑)裸の特異面の2次元核形成による成長 (u<0･02)
(Fig･77)oまた,表面構造および成長力イネティクスが変化する温度 Tl/Ⅱ, TH/Ⅲは結晶面
方位によって異なるので,複雑な晶癖変化は主として (0001)面 と (1010)面の成長力イネ
ティクスの組み合せの変化 として理解できる(Fig.77)0
Fig.78は水飽和の条件下での (0001)面の成長速度 R(0001)(実線 )と (10To)面の




晶癖変化の第 1転換温度 TABニー4oCと第2転換温度 TBC--10 ℃は表面構造の変化に関
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